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【はじめに】Siナノウォール太陽電池は量子効果によるバンドギャップ増大から Si太陽電池のト

ップセルとして期待されている[1]。Surface-to-volume ratio（S/V比）が高いため，ナノウォール表

面の界面準位や固定電荷の影響を強く受けることが懸念される[2]。これまで、横型 Siナノウォー

ルの試作と評価を通じて、裏面バイアス(VB)の印加による表面電位制御が発電特性に影響するこ

とを示してきた[3]。今回は横型 Siナノウォールの大気暴露を行い発電特性の変化を調査した。 

【試料作製方法】横型 Siナノウォールは 60nmの活性層を有する silicon on insulator (SOI)基板を酸

化して試作した。Siの膜厚は 12nm、表面および埋め込み酸化膜はそれぞれ 98nm、148nmとした。

アノードおよびカソードは B
+、P

+の注入と活性化熱処理で形成し、fig. 1に示すように測定用の電

極を形成した。また、発電(PV)特性は AM1.5の光源も用いて評価した。大気暴露の効果を調べる

ため、室温で湿度 50%の環境で保管した。 

【測定結果】大気暴露前の PV特性(VB=0V)、および 24時間後の PV特性を fig.2に示す。大気暴

露によって大きく特性が変化していることが分かる。この特性は VBに正の電圧を印加することで

修正することができ、VB=0.4V で大気暴露前の特性を再現することができた。このことは、大気

暴露によって表面に正の固定電荷が形成されたことを示唆する。 

【まとめ】大気暴露によって PV 特性が劣化することを確認した。裏面バイアス印加によって特

性の改善を行うことが可能であることを示した。 
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Figure 1 Schematic illustration of a fabricated 

lateral Si nanowall PV. Back bias voltage can 

modify the potential of the nanowall. 
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Figure 2 Initial PV characteristic of the device 

at VB=0V and after 24 hrs of air-exposure with 

various VB from 0 to 1.0V. 

0

2E-10

4E-10

6E-10

8E-10

1E-09

1.2E-09

1.4E-09

1.6E-09

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

VB=0.8V

VB=0.6V

VB=0.5V

VB=0.0V

VB=1.0V

VB=0.4V
VB=0.2V

Under AM1.5

i-layer: length=6mm, width=70mm

Symbol: before air exposure (VB=0)

Line: after air exposure with various VB

Anode voltage (V)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

C
u
rr

e
n
t 
(A

)

第77回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2016 朱鷺メッセ (新潟県新潟市))16a-A24-2 

© 2016年 応用物理学会 14-044


